7.5. Prostowniki selenowe

Pierwszymi polprzewodnikami stosowanymi w budowie
elementéw prostownikowych byly tlenek miedziawy (CuyO)
oraz selen.
Prostownik miedziowy skiada si¢ z plytki miedzianej pokrytej
W procesie wyzarzania warstewka tlenku miedziawego o gru-
bosci okolo 0,1 mm. Miedz stanowi jedng elektrode prosto-
wnika, a drugg stanowi plytka olowiana docisni¢ta do warstwy
tlenku miedziawego. Prostowniki miedziowe wyszly juz zuzy-
cia.
Dos$¢ rozpowszechnione sg jeszcze prostowniki selenowe. Na
plytce aluminiowej lub stalowej umieszcza si¢ selen i nagrzewa
si¢ ja do temperatury topliwosci selenu. Selen w czasie
chlodzenia krystalizuje. Na warstwe selenu, ktdory jest pol-
przewodnikiem, natryskuje sie cienkg warstwe metalu o niskiej
temperaturze topliwosci, stanowigcego elektrodg¢ zbierajacs.
Przekr6j prostownika selenowego pokazano na rys. 7.11.
Warstwa zaporowa tworzy si¢ migdzy selenem a

> 41 |7 3 2 elektrodgzbierajacy. Kierunek przewodzenia jest od

 — L 7] plytki podstawy (np. aluminium) przez selen do ele-

% ‘ ktrody zbierajacej. Dopuszczalne napigcie wsteczne
T jednego elementu prostownika selenowego zawiera

Rys. 7.11 si¢ w granicach 18 do 26 V, znamionowa ggstos¢
}) rff“;“{‘;’t‘;f a?fiiﬂiﬁi , _ pradu obciazenia okolo 500 A/m? a przy zastoso-

warstwa selenu, 3 — warstwa  Waniu sztucznego chlodzenia do 1000 A/m2 Pro-
zaporowa, 4 — elektroda zbie-  groywnijki selenowe sg skutecznie wypierane przez

rajaca, 5 — kierunek przewodze-

nia

prostowniki krzemowe 1 germanowe.

7.6. Tranzystory
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Tranzystory sa to elementy pélprzewodnikowe o dwéch
zlaczach p-n i n-p wykonanych w jednej plytce pélprze-
wodnika.

Materialem wyjsciowym przy produkcji tranzystora jest
cienka plytka polprzewodnika (germanu, krzemu) zawie-
rajacego domieszki donorowe (n) lub akceptorowe (p). Do



obu stron powierzchni plytki wprowadza sie domieszki
przeciwnego typu niz samym w poélprzewodniku. Tak
otrzymuje si¢ tranzystory p-n-p lub n-p-n. Grubos$é plytki
jest zwykle rzedu dziesigtych cze$ci milimetra. Plytka uzyta
do budowy tranzystora stanowi jego elektrode s$rodkowa,
zwana baza, a naloZone warstwy domieszkowe stanowig
elektrody boczne. Migdzy zaciski bazy i elektrod bocznych
wiacza si¢ zrédla napigcia tak, ze jedna z elektrod ma poten-
cjal nizszy od potencjalu bazy, a druga — wyzszy od po-
tencjalu bazy.

Elektrod¢ boczng spolaryzowang w kierunku przewodzenia
nazywamy emiterem i oznaczamy litera E, elektrode spo-
laryzowang w kierunku zaporowym nazywamy kolektorem
i oznaczamy literg C. Samg baz¢ oznacza sie przez B.

Na rys. 7.12 przedstawiono przekrdj tranzystora n-p-n
wraz ze zrodlami zasilania i amperomierzami
w galgziach bazy, emitera i Kkolektora.

Przy zamkni¢tym tylko wylgczniku w, ply-

nie jednakowy prad przez amperomierze A,
1 A,, tak jak w diodzie poélprzewodnikowej.

Elektrony z obszaru » emitera przechodzg przez
obnizong barier¢ potencjalu, a nastepnie ich
ubytek jest uzupelniany przez biegun ujemny
zrodla napigcia Upgg. Jezeli teraz zamkniemy
wylacznik w2 (rys. 7.12b), stwierdzimy nie
zmienione odchylenia wskazéwki amperomierza
A;, znaczne zmniejszenie odchylenia wskazowki

amperomierza A, i jednoczesne odchylenie
wskazowki amperomierza A;. Na rys. 7.12

Ugr

Rys. 7.12

o

zaznaczono prady I w galezi emitera, Iz w ga-
l¢zi bazy oraz I, w galgzi kolektora. Zwroty
strzalek pradow sa oczywiscie przeciwne do
kierunkéw ruchu elektronéw. Zgodnie z pier-
wszym prawem Kirchhoffa

U Ie=1Ic+ I (7.1)
Przedstawione wyzej zjawisko thumaczymy w ten

Ziycze tn-1>-tn: pczm)ia_ry pridéw sposob, ze elektrony przeskakujg obnizong ba-
rzy otwartym (a) 1 zamknig- ¥ " i 5
fynf ) o)éwodzie kolektora Tler¢ potencjalu zlgcza emiter-baza 1 rozpe-
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Rys. 7.13

Przykladowy : ; -
kroj tranzystora war-  Bazg¢ oznacza si¢ jako plytke; prostopadle do niej

stwowego

\Z

prze-

dzone przechodza latwo niewielka grubos¢ bazy dostajac

si¢ do zlacza baza-kolektor, skad zostaja wychwytane przez

kolektor potaczony z biegunem dodatnim Upg.

Praktycznie od 90%, do 989, nosnikéw ladunku oddawa-

nych przez emiter do bazy dochodzi do kolektora: I, =

= 0,90 ...0,98 I;. Prad w galezi bazy

Iy =1I.— I, (7.1a)

Malym zmianom pragdu bazy odpowiadajg wielokrotnie

wigksze zmiany pradu kolektora.

Stosunek zmian pradu kolektora A4I. do zmian pradu bazy

Alp nazywamy wzmocnieniem pradowym tranzystora

Alc

p= Al
Podobnie dziala tranzystor p-n-p, z tym ze no$ni-

(7.2)

—oC kami ladunku elektrycznego sa w nim dziury

¥
?d

elektronowe. Na rys. 7.13 pokazano przekrdj tran-
zystora germanowego typu p-»n-p. Emiter jest mniejszy
od Kkolektora, tak ze pokrywa tylko srodkowg czesé
jednostronnej powierzchni bazy. Symbol tranzystora
schematy jego polaczenn przedstawiono na rys. 7.14.

zaznacza si¢ doprowadzenie. Emiter wyrdznia sie za

£ o g’*’fma“(k‘?’]:‘t ’; pomocg strzatki skierowanej do bazy w tranzystorach
olektor), :

3 = ind (emiter), 4 — p-n-p, @ od bazy w tranzystorach n-p-n. Strzalka jest
warstwy pélprzewodzace  zg0dna ze zwrotem umownego pradu, tj. z kierun-

p, 5 — pierscien metalo-

2 — ind

wy (zacisk bazy)

Rys. 7.14

kiem przeplywu tadunkéw dodatnich.

Ip Ugcl_i: -T
1%

Tranzystor: a) symbol, b) uklad o wspolnej bazie (WB); c) uklad o wspélnym emiterze ( WE);
d) uklad o wspolnym kolektorze (WC)
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